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Abs Hấp thụ 

Eg Năng lượng vùng cấm 

NC Nano tinh thể 

nm Nano met 

OA Acid Oleic 

ODE Octadecene 

TOP Tri-n-octylphophine 

PL Huỳnh quang 

PLQY Hiệu suất lượng tử  

PLE Phổ kích thích huỳnh quang  
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N2 Khí nitơ 

T Nhiệt độ 
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XRD Nhiễu xa tia X 

θ 

LO 

Góc therta 

Đỉnh phonon quang dọc  

CC Hiệu ứng tích điện 

BB 

SF 

Hiệu ứng uốn cong vùng cấm 

Hiệu ứng làm đầy trạng thái  
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Hiện nay, các nano tinh thể (NC) loại II thường được chế tạo dựa trên tổ 

hợp các vật liệu bán dẫn khác nhau như ZnTe/ZnSe, CdTe/ZnSe, CdTe/CdSe, 

ZnTe/CdSe, CdS/ZnSe; ZnSe/CdS [1-9]… Trong các tổ hợp trên, cấu trúc NC 

loại II CdTe/CdSe được chế tạo và nghiên cứu nhiều hơn cả do dễ dàng tách 

hoàn toàn điện tử và lỗ trống vào các miền không gian giữa lõi và vỏ của nó, 

tương ứng với chế độ định xứ loại II. Các NC CdTe/CdSe có bước sóng phát 

xạ nằm trong vùng nhìn thấy và có thể thay đổi trong một khoảng rất rộng (500-

750 nm) khi thay đổi kích thước lõi và chiều dày lớp vỏ. Các tính chất trên rất 

phù hợp để ứng dụng cấu trúc này trong các lĩnh vực quang điện, laser và đánh 

dấu sinh học [1,5,7]. 

Theo lý thuyết thì độ rộng vùng cấm của các NC bán dẫn thay đổi theo 

nhiệt độ cũng diễn ra giống như đối với bán dẫn khối. Tính chất quang phụ 

thuộc nhiệt độ của các NC loại II bị chi phối không chỉ bởi sự thay đổi độ rộng 

vùng cấm khác nhau của các vật liệu bán dẫn thành phần mà còn bởi chất lượng 

của cấu trúc và ứng suất do các hệ số giãn nở nhiệt khác nhau của vật liệu lõi 

và vỏ [2]. Trong thực tế, việc chế tạo các NC lõi/vỏ loại II hoàn hảo và lớp vỏ 

không có sai hỏng là điều không dễ dàng. Chất lượng không cao của các NC 

lõi/vỏ loại II được khảo sát có thể dẫn tới sự dập tắt huỳnh quang nhanh hơn so 

với lõi do sự kích hoạt nhiệt các tâm tái hợp không phát xạ [7,8]. Bên cạnh đó, 

các hệ số giãn nở nhiệt khác nhau của vật liệu lõi và vỏ gây ra ứng suất khác 

nhau trong các NC loại II trong sự phụ thuộc vào nhiệt độ, và do đó gây nên sự 

phụ thuộc vào nhiệt độ phức tạp của độ rộng vùng cấm của các NC loại II [6, 

9]. Độ lớn của ứng suất sẽ phụ thuộc cả vào độ dày của lớp vỏ và lớp đệm giữa 

lõi và vỏ. Rất có thể các kết quả khác nhau về sự phụ thuộc tính chất quang 

theo nhiệt độ của các NC loại II như đã nói ở trên có liên quan đến các vấn đề 

này [27]. 


